
Judson Technologies LLC
株式会社キーストンインターナショナル
277-0042千葉県柏市逆井13-27黒沢ビル3F

Tel: 04-7175-8810
Fax: 04-7175-5669

E-mail: key@keystone-intl.co.jp
http://www.keystone-intl.co.jp

Indium Arsenide Detectors 

J12 ヒ素化インジューム(1.0 to 3.8μm)
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J12 Indium Arsenide Detector Operating Notes 

図 12-3
Example of Response Variation
Across 2mm Active Area

図 12-1
InAs フォトダイオード等価回路

General

J12シリーズディテクターは、1～3.8
μm波長範囲で使える、高品質な砒素化イ
ンジュームInAsフォトダイオードです。
等価回路は、フォトン起電流源Iph に

並列な静電容量 CD、シャント抵抗RD、お　
よびシリーズ抵抗RSより構成しています。,　 　
(図12-1) 　
出力電流信号は以下のように定義され　

ます：

     IS = Iph    RD

                  RD+ RS + RLOAD

RDは、ディテクターの温度に関する関数　
として変化します(図12-2)。RSは、ディテ　
クターの表面上の照射スポット位置により
ます;この値は、ディテクターのコンタクト
リングからの距離によって変化します。
RDと比べてRSが小さいとき、それは無視　 　

されるかもしれませんが、室温ではInAsの
RSの効果は重要です。　

Responsivity

InAsディテクターの見かけの応答での　
RSの効果は、以下の図に示します。
　　
22℃では、RSとRDは同じオーダーの値　 　

を持っているかもしれません。(～10Ω)
その結果、入射光子はディテクターの領
域上でキャリアを一様に発生させますが、
領域の中心の近くで発生するキャリアの
いくつかがRDを通ってシャントされコン
タクトリングに達しないかもしれません。
これはディテクターの活性領域の中心で
の応答での"ディップ"(谷間)をもたらし
ます。(図12-3)
この効果は、狭い面積のディテクター

では、高いRDとより少ない表面積のため　
それほど起きません。この効果は、ダイ
オードを冷やし、その結果ディテクター
のRDを増加させることによって減少する
か、または排除されます。

Temperature Effects

InAsフォトダイオードを冷やすと、雑
音は減少して検出性は改良されます。(図
12-4)また冷却は、前のセクションで記述
したシャント抵抗RDを増加させ、より多く　
の光電流Iphがコンタクトリングに達する　
のを許容します。結果はダイオード応答の
増加になります。(図12-3)
パルスレーザーのような大電力アプリ

ケーションでは、一般的に冷却は必要あり
ません。温度測定値などの敏感で低パワー
のアプリケーションのでは、InAsディテク
ターは冷却されるべきであるか、または少
なくとも温度安定されるべきです。
ほぼ22℃の室温で温度を安定させると性

能は向上しませんが、周囲温度ドリフトに
よるディテクターの応答における変化は防
げます。

図 12-4
Detectivity vs Wavelength for J12 Series InAs

Figure 12-5
J12TE Detector Response vs Wavelength
& Temperature

図 12-2
動作温度によるシャント抵抗の変化

D
* 

(λ
, 

1K
H

z,
 1

H
z)

 (
cm

√H
z/

W
)

S
hu

nt
 R

es
is

ta
nc

e 
R

D
 (

Ω
)

1M

100K

10K

1K

100

10

0
-80     -60     -40     -20       0     +20     +40

Detector Temperature (°C)

R    + R
DS

250µm dia.

1mm dia.

2mm dia.

100%

0

50%

-1 -.5 0 +1
Active Area Position (mm)

R
el

at
iv

e 
R

es
po

ns
e

+.5

Active Area

-40°C

22°C

C
on

ta
ct

C
on

ta
ct0°C

Direction
of Spot
Scan
Across
Surface

Detector
Ring
Contact

Active Area Position

"Light Spot"
 From
 Source

0 +1 mm+.5-1 -.5

1.50

1.25

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

R
es

po
ns

iv
ity

 (
A

/W
)

Wavelength (µm)

22°C
-20°C
-40°C
-65°C
-85°C

4.03.53.02.52.0

Page 2



1M

100K

10K

1K

100

-80      -60      -40      -20        0      +20      +40

Detector Temperature (°C)

30

10

-10

-30

-50

-70

0 0.2 0.4 0.6 0.8

1

2

1.0

C
ol

d 
S

id
e 

Te
m

pe
ra

tu
re

 T
D

(°
C

)

1.2

0.25mm

2.0mm

0.25mm

2.0mm

0.25mm

2.0mm

Cooler Current  I (Amps)

Hot side = 27°C

T D
 vs I

C
oo

le
r 

V
ol

ta
ge

 V
 (

V
ol

ts
)

3

Cooler V vs I
1-Stage2-Stage

3-Stage

To Oscilloscope

50

VBias  = 0 to -0.25V
               (-1V max)

Detector

IS

Operating Circuit

ほとんどのアプリケーションにお奨め
動作回路は、負帰還型インピーダンス変
換回路成のオペアンプ回路です。(図13-3)
フィードバックサーキットは、ディテク
ターの電流出力を電圧へ変えますが、オペ
アンプは最も低い雑音のため、ディテク
ターに対しほぼゼロボルトのバイアスを
を維持します。
RDが温度に従ってかなり変化するので、　

適切なオペンプの選択は、必要な帯域幅
と同様にディテクターの運転温度に依存
します。
フィードバック低抗RFは最良のSN比を得
るため、RDよりも少なくとも10倍大きい　
値を使ってください。ジャドソン社は、
各々のディテクターが最適な性能を得る
ためのプリアンプを準備しております。
高い周波数のアプリケーションには、

ディテクターは逆バイアスし、低いイン
ピーダンス負荷で終端して下さい(図13-4)。
最大逆バイアス電圧は1ボルトです。

Advantages of InAs

1～3.8μm波長領域で一般的に使用さ
れる光伝導素子と異なり、InAsは光起電
力モードで動作し、バイアス電流を必要
としません。
このことは、光伝導素子PbS、PbSe、およ
びHgCdTeが低周波領域において示す"1/f"
雑音の特性を示さない InAsを DCと低い
周波数でのアプリケーションにおいてよ
り賢明な選択となります。(図13-5)
　
またInAsは、高速パルスレーザをモニ

ターし、検出するアプリケーションに優れ
たパルス応答を提供すます。(図13-6)
　

Figure 13-5
Example of NEP vs. Frequency

Thermoelectric Cooler Operation

図13-1には電子冷却TE1、TE2、および
TE3クーラーの典型的なパワー条件を示し
ます。内蔵のサーミスターは、温度をモ
ニターするかまたは制御するのに使用する
ことが出来ます。図13-2には、典型的な
サーミスター抵抗対温度の値を示します。
感度、カットオフ波長、および応答の一
様性はすべて温度に関する関数です。デ
ィテクターの温度は、アプリケーション
により最適化されるべきです。

Figure 13-3
Typical J12 Series Operating Circuit

Figure 13-1
Detector Temperature vs Cooler Current
TE1, TE2 and TE3

Figure 13-6
J12 Series Response to 1nsec Laser  Pulse
(50ΩΩΩΩΩ Load;  VBias = 0; See Fig. 19-4)

Figure 13-2
Typical Thermistor Curve

Figure 13-4
High-Speed Operating Circuit
for J12 or J12TE2 Series Detectors
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≤ 400Ω
CMAMP-TO66-PA5
CMAMP-3CN-PA5

490130         
490132

400Ω - 50KΩ
CMAMP-TO66-PA6
CMAMP-3CN-PA6

490146         
-----

≥ 25KΩ
CMAMP-TO66-PA7
CMAMP-3CN-PA7

490139         
490141

CMAMP assembly includes heat sink, temperature controller 
and transimpedance amplifier for the J12TE packages.
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J12 Indium Arsenide Detectors (1.0 to 3.8 µm)

J12TE4 Series

4-Stage Thermoelectrically Cooled InAs

J12TE4 シリーズディテクターは、3CN
ハーメチックパッケージに密閉された高品
質のInAsフォトダイオードで、サーミスタ
ー、4段電子冷却クーラーを内蔵していま
す。

Description

J12 シリーズヒ素化インジューム(In
As)は光起電力赤外ディテクターで、波長
領域1.0～3.8μmに感度を持っています。
 
適切な温度での動作で、ダイオード感

度、応答速度、インピーダンス、および
ピーク波長を最適化することが出来ます。
ジャドソン社は、室温運転や電子冷却運
転のためにさまざまな便利なパッケージ
を提供しております。またリニアアレイ、
X-Yポジションセンサー、および特別な構
成も製作いたしております。

J12 Series

Room Temperature InAs Detectors

これらのフォトダイオードは室温で作
動し、赤外線のレーザモニター、高速温
度センサなど広い帯域幅(DC～16MHz)のア
プリケーションに素晴らしい威力を発揮
します。ディバイスのアクティブサイズ
は、0.25mm、1mm、または2mm で、18C、
5AP、または便利なLD2.BNCコネクターパ
ッケージに取り付けられています。
　
低速アプリケーション(DC～50KHz)に

は、モデルPA-5インピーダンス変換/ゲ
インプリアンプをお奨めいたひます。
PA-5は非常にノイズ電圧レベルが低く、
低オフセット電圧および調整可能なゲイ
ンを持っていて、低シャント抵抗ディテ
クターにマッチします。
高速アプリケーションには、モデル

PA-101(5Hz～1MHz)、およびモデルPA-410
-50(DC～50MHz)のプリアンプを用意して
おります。InAsディテクターは、ジャン
クション容量を減少させ、周波数応答を
よくするため逆バイアスでお使いください。

Applications

• レーザー警戒受信機
• プロセス制御モニター
•温度センサー
•パルスレーザーモニター
• 赤外分光分析
•パワーメーター

Figure 14-1
Typical Detectivity vs Wavelength
for J12 Series InAs

J12TE1:16E

J12TE1:16E-28PF1-S01Mは16素子一段
電子冷却で、サファイヤウインドウを持
つ28PF1 パッケージに収められています。  
各素子は1mm x 1mmで、センター間隔は 
1mmです。
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J12TE1 Series

1-Stage Thermoelectrically Cooled InAs

J12TE1 シリーズディテクターは、高品
質で温度安定化されたInAsディテクターで
1段電子冷却クーラーを内蔵しています。
TE1シリーズは温度モニター、パワーメータ
ー、および赤外線分光分析など、安価で応
答度、安定性、およびローノイズが重要な
応用に開発されました
　
　

J12TE2 Series

2-Stage Thermoelectrically Cooled InAs

J12TE2 シリーズディテクターは、高品
質のInAsフォトダイオードで、サーミスタ
ーをと2段電子冷却クーラーを組みハーメ
チックパッケージで密封しています
8B6 パッケージは標準で、66SとHS1パッケ
ージがオプションとして用意されています。
　
-40℃の標準運転温度では、J12TE2 シ

リーズディテクターは室温ディテクター
よりもより高いシャント抵抗のため、DC
または断続光のアプリケーションには、
より高い応答性、ローノイズ、より良い
安定性をもたらします。
 
電子冷却クーラーの件については、図

13-1と図13-2を参照して下さい。
また、クーラー電源と温度コントローラ
ーも用意しております。

J12TE3 Series

3-Stage Thermoelectrically Cooled InAs

J12TE3 シリーズディテクターは、高品
質のInAsフォトダイオードで、サーミスタ
ーをと3段電子冷却クーラーを組み込み、
66Sハーメチックパッケージで密封してい
ます。
J12TE3ディバイスは、高い検出性、良い

応答一様性と広い帯域幅を必要とする軍需、
宇宙、または一般産業応用に向いています。
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Side View
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.147 dia
2 holes
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4
32
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8
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.175
TYP

.756 DIA. REF.

.550 DIA.0.020 Thk AR Coated
Sapphire Window
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.655
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.62 ± .020

.39 ± .020
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Side View

.36 Dia.
Min. Clear
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Top, Detector

.428 ± .020

5AP

18C 3CN37S 66D

1
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Thermistor

Detector (-)

Detector (+)

Cooler (-)

Cooler (+)

N/C

N/C

Thermistor

Yellow

White

Green

Black

Red

Clear

Clear

Yellow

No.   Designation   Color
Pin                   Sleeve

.10 to
detector
plane

.10 dia
pin circle

C
ase(-)

(+
)

.187

.110

.190

.50 (nom)
C

ase(-)

(+
)

.326

.240

.07 to
detector
plane

.200

.50 (nom)

.20 dia
pin circle

Side View

Detector(+)
Detector(-)

Bottom View

Cooler(+)

Cooler(-)

Thermistor
 0.76

 0.56

 0.37

 0.20
 0.28

 0.32

6 pins on .200"
bolt circle

0.5

Detector Plane

Background Pins
Omitted

Sapphire Window

Active
Size
(dia.)

Cutoff
Wave-
length  
@ λco

Respon-
sivity
@ λp

Shunt 
Resistance

RD

@ VR = 10mV

Maximum
NEP

@ λpeak

and 1KHz

Minimum
D*

@ λpeak

and 1KHz

Capacitance

CD

@ VR = 0V

(50%) Min. Typ. (Jones)
(mm) (µm) (A/W) (Ω) (Ω) (pW/Hz1/2) (cmHz1/2W-1) (pF)

J12 Series Room Temperature InAs

J12-18C-R250U 420002 0.25 1.5 200 300 6.0 3.7E9 50
J12-18C-R01M 420003 1.00 22°C 3.60 1.0 15 25 33 2.7E9 400 LD2

J12-5AP-R02M 420011 2.00 0.8 5 10 71 2.5E9 1600
J12TE1 Series One-Stage Thermoelectrically Cooled InAs

J12TE1-37S-R250U 420088 0.25 1.5 2000 3000 1.8 1.3E10 50
J12TE1-37S-R01M 420061 1.00  -20°C 3.50 1.5 200 300 5.6 1.6E10 400
J12TE1-37S-R02M 420065 2.00 1.25 50 90 13 1.3E10 1600
J12TE2 Series Two-Stage Thermoelectrically Cooled InAs

J12TE2-66D-R250U 420083 0.25 12K 24K .69 3.2E10 50

J12TE2-66D-R01M 420041 1.00  -40°C 3.45 1.5 1.2K 2.4K 2.2 4.1E10 400
J12TE2-66D-R02M 420089 2.00 300 500 4.4 4.1E10 1600
J12TE3 Series Three-Stage Thermoelectrically Cooled InAs

J12TE3-66D-R250U 420081 0.25 160K 320K .18 1.2E11 50
J12TE3-66D-R01M 420056 1.00 10K 20K .71 1.5E11 400
J12TE3-66D-R1.5M 420063 1.50 5K 10K 1.0 1.3E11 800
J12TE3-66D-R02M 420098 2.00 2.5K 5K 1.4 1.2E11 1600
J12TE4 Series Four-Stage Thermoelectrically Cooled InAs

J12TE4-3CN-R250U 0.25 400K 800K .11 2.9E11 50

J12TE4-3CN-R01M 420093 1.00  -85°C 3.30 1.5 25K 50K .43 3.6E11 400
J12TE4-3CN-R02M-B 2.00 6.5K 13K .84 2.1E11 1600

Optional
Packages

and
Accessories

HS1,          
CM21

HS Amp, HS1, 
CM21, CM Amp

HS Amp, HS1, 
CM21, CM Amp

HS Amp, HS1, 
CM21, CM Amp

 -65°C 3.40 1.5

   Model Number
Part

Number

Operating
Tempera-

ture
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株式会社キーストンインターナショナルjds

ジャドソン社のJシリーズ赤外線ディテクターには、波長領域・用途に応じ以下の多くの
シリーズを用意しております。
　

➤ ゲルマニュムディテクター及びアレー

➤ InSb ディテクター及びアレー

➤ InAs ディテクター及びアレー

➤ PbS ディテクター及びアレー

➤ PbSe ディテクター及びアレー

➤ HgCdTe ディテクター及びアレー

➤ デュアー / バックフィル / 真空パッケージ

➤ 電子冷却(TE) / ジュールトムソンリニアー / ロータリー

➤ プリアンプ

➤ 温度制御器 / 読み取り表示

日本での製品のお問い合わせは、(株)キーストンインタナショナル　TEL:04-7175-8810
FAX:04-7175-5669またはEE-mail: key@keystone-intl.co.jpまでご連絡下さい。
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